1) Teniendo en cuenta el siguiente circuito:

o

Figura 1: Datos: Vcc=10V; Vpp=5V; QI1=2N2219; hg=p=125; Vgg..—=0,75V
VBEsat:0775V; VCEsat:0725V

a) Calcular los valores de las resistencias, Rc y Rg , para que trabaje en el siguiente
punto: (Vcg, Ic) = (5V, 3mA). ;En qué zona esta? Razonar.



b) Teniendo en cuenta los siguientes valores de las resistencias: Rg=20kQ; Rc=1kQ.
Calcular el punto de funcionamiento. Calcular la recta de carga. Dibujar la recta de
carga, la curva de salida y el punto de funcionamiento.

c) Calcular el valor de Vg para que el transistor funcione en el limite entre la zona
activa y la de saturacion. Calcular el punto de trabajo y dibujarlo en la siguiente
grafica junto a la caracteristica de salida.

(RB=2OkQ; Rczle)
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2) Teniendo en cuenta el siguiente circuito:
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Figura 2. Datos: V=12V; Q1=2N3970; Ipss=100mA; Vgsorr=-6V

a) Calcular Ry y Vgs para que funcione en el siguiente punto de trabajo: (Vps, Ip) =

(7V, 80mA). ;En qué zona trabaja? Razona la respuesta.

b) Si Vgs =-2V y teniendo en cuenta que R;=6,8kQ, calcular el punto de trabajo, la
recta de carga. Dibujar la recta de carga, la curva de salida y el punto de trabajo.
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c) Con Vgs = -2V calcular R, para cambiar de zona de trabajo. Calcular el punto de
trabajo.

d) ¢Qué harias para que el transistor trabaje en corte? Explicar la respuesta.



3) Explicar el funcionamiento de los transistores MOSFET de acumulacion basandose en
la estructura y las curvas caracteristicas.



